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【はじめに】我々はダイヤモンド中の NV中心（窒素－空孔複合欠陥：Fig. 1(a)）に注目している。

単一 NV 中心は固体として唯一室温での単一スピン観測及び操作が実現しており、量子情報素子

や超高感度磁気センサ等への応用が期待されている。NV 中心にはそれを構成する電子数の違い

により NV-や NV0などの電荷状態がある。最近では NV 中心の優れたスピン特性などを最大限に

利用するために電荷状態の制御が注目されており、電解質電極を用いた手法[1]などが報告された。	
 	
  

	
 本研究で我々は電流注入による電荷状態制御を行い、これまで実現していなかった単一 NV-と

NV0 間の自由な電荷状態制御に成功した。この手法はダイヤモンドの表面状態に左右されないた

め、従来と比べて非常に安定な制御が可能である。またこの成果は今後単一スピンを電気的に制

御する上でも大変重要なものである。 

【実験と結果】実験には Fig. 1(c)に示す p-i-nダイヤモンド半導体[2]を用いた。i層に形成された

単一 NV 中心に電流を注入し電荷状態を変化させる。電荷状態の変化に伴い、NV 中心からの PL

強度が変化する（Fig. 2(a), (b)）。室温で単一の電荷の捕獲と放出を制御している点は特筆すべき点

である。発表では電荷状態変化のダイナミックや電荷状態とスピンの関係についても述べる。 
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Fig. 1(a) NV中心 (b) i層の PLス
キャンイメージ (c) p-i-nダイヤ
モンド半導体 

Fig. 2(a) 単一 NV中心の PL強度。電荷状態の変化に伴い、PL
強度が減少する。(b) ヒストグラム。Threshold を境に 100％
の確度で電荷状態の制御に成功している。 
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